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はじめに 

  我々は，UHV スパッタエピタキシー法にて

サファイア基板上に酸化亜鉛（ZnO）のエピタ

キシャル成長を行っている．p 型 ZnO 層の作

製を目的に，N2/Ar 混合ガス雰囲気中において

α-Al2O3(0001)基板上へ ZnO 層を成長したとこ

ろ，ZnO(10-12)面における XRC FWHM 値が約

200 arcsecを有する結晶性に優れたZnO層を得

ることができた[1]．しかし，酸素空孔と考えら

れる欠陥により p 型化の実現には至らず，ZnO

層の更なる高品質化が求められる． 

今回は，ZnO 結晶中の酸素空孔密度の減少を

目的に O2/Ar 混合ガスを用いて ZnO 層の成長

を行い，得られた結晶性等について検討を行っ

たので報告する． 

実験方法 

  ZnO 層の成長は，UHV マグネトロンスパッ

タリング装置を用いた．基板には 2 インチ径 

α-Al2O3(0001)を．ターゲットには ZnO 焼結体

(6-N)を使用した．反応ガスには Ar(6-N)ガスと

O2(6-N)ガスの混合ガスを使用し，O2 ガス混合

比を 0－3.2%の範囲で変化させた．成長した

ZnO 層は，X 線回折(XRD)や走査電子顕微鏡

(SEM)等により評価を行った． 

実験結果 

  O2 ガス混合比 0 及び 2%で成長した ZnO 層

の表面 SEM 像を Fig.1 に示す．O2 ガス混合比

0％では逆六角錐状の構造が見られた．一方，

O2ガス混合比 2％においては 1 μm 程度の六角

錐状の構造が見られるが，全体的には平坦性に

優れていた．その他の結果については当日報告

する予定である． 

 
(a)  0% O2 

 
(b)  2% O2 

Fig. 1 SEM images of ZnO layers. 
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